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Abstract of DEI 9641 662 

The device Is formed on a theta-rotated Y-X-cut lithium tantalate or lithium niobate single crystal (11) 
carrying interdigital electrode patterns (R1,Rr,R2,R2',R2") with a thickness amounting to 0.4 mu m or 
about 1 0% of the SAW passband wavelength. The form factor is influenced by the angle of cut which is 
chosen between 38 deg and 46 deg so that the minimum insertion loss is reduced to less than 1 .6 dB. 
The electrodes are of aluminium alloy containing 1 wt.% of copper. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(g) Oberflachenakustikwellenvorrichtung, bei der sine verlustbehaftete akustische Oberflachenwelle verwendet 
wird, mit einem optimierten Schnittwinkel eines plezoeiektrischen Substrats 

@ EIne OberflMchenakustikwellenvorrichtung enthalt ein pie- 
zoelektrisches Substrat aus einem LiTaOg-Einkristall und ein 
Elektrodenmuster, das auf dam plezoeiektrischen Substrat 
vorgesehen 1st. Das Bektrodenmuster enthSlt Al a Is Primar- 
komponente und hat eine Dicke In einem Berelch des 
0,03-0,1 Sfachen einor Weilenlange einor akustischen Ober- 
flachenwelle, die auf dem plezoeiektrischen Substrat ange- 
regt wird. Das piezoaiektrische Substrat hat eine von seiner 
Y-Achse urn seine X-Achse hin zu seiner Z-Achse rotierte 
Oriantierung, mit einem Rotatlonswinkel von 38-46'. 
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